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Гексафторсиликат натрия Na2SiF6 является достаточно ценным 

продуктом, получению которого посвящены ряд исследований [1–
4]. Na2SiF6 в настоящее время широко используется для производ-
ства кремния, используемого в различных отраслях народного хо-
зяйства. Спрос на чистый кремний на мировом рынке возрастает в 
связи с ростом его потребления, например, солнечной энергетикой 
и электроникой. 

В [5] приведено описание способа получения кремния – диссо-
циация Na2SiF6 на SiF4 и NaF с последующим восстановлением SiF4 
натрием. Описание способа и устройства для переработки гексаф-
торсиликата натрия дано в [6]. Данное устройство предназначено 
для утилизации вторичных продуктов переработки апатита в про-
цессе производства фосфорных удобрений, в частности гексафтор-
силиката натрия Na2SiF6, с получением тетрафторида кремния SiF4 

и фторида натрия NaF. 
Недостатками известных устройств для переработки гексаф-

торсиликата натрия [6] является отсутствие процесса псевдоожи-
жения, что приводит к пассивации реакции по мере реагирования 
верхних слоев, содержащегося в устройстве гексафторсиликата на-
трия Na2SiF6, а также делает невозможным непрерывный процесс 
термического разложения гексафторсиликата натрия. Для устране-
ния указанных недостатков может использоваться реактор с кипя-
щим слоем, схема которого приведена на рисунке. 
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Реактор с кипящим слоем включает в себя камеру газификации 
1 с кипящим слоем 2, соединенную с охлаждаемым диффузором 3, 
который имеет такое же входное сечение, как камера газификации 
1, выходной патрубок 4 меньшего сечения, чем входное. К выход-
ному патрубку 4 крепится фильтр 10 и баллон-конденсатор 11. В 
нижней части камера газификации 1 соединена с системой 7 пода-
чи псевдоожижающего агента (воздуходувкой). К боковой поверх-
ности камеры газификации 1 присоединена система 9 подачи дис-
персного материала. Охлаждаемый диффузор 3 соединен через 
отводящий патрубок 5, направленный вниз, с бункером 6 сбора 
прореагировавшего дисперсного материала. Камера газификации 1 
снабжена наружным электрическим нагревателем 8. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема реактора с кипящим слоем 
 

Предварительно в камеру газификации подают дисперсный ма-
териал (гексафторсиликат натрия Na2SiF6) через систему подачи 
дисперсного материала. Кипящий слой создается за счет псевдо-
ожижения дисперсного материала воздухом, подаваемым через 
систему подачи псевдоожижающего агента. Выводят реактор с ки-
пящим слоем на стационарный тепловой режим. После достижения 
температур порядка 650 0С и выше дисперсный материал разлага-
ется с получением газообразного тетрафторида кремния SiF4 и 
твердого фторида натрия NaF. Прореагировавший дисперсный ма-
териал (фторид натрия NaF) обладает почти вдвое меньшей плот-
ностью, чем исходный дисперсный материал (гексафторсиликат 
натрия Na2SiF6), поэтому выносится с газами в охлаждаемый диф-
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фузор 3. Отделенные от газа частицы падают вдоль стенок охлаж-
даемого диффузора 3 в отводящий патрубок 5 и поступают в бун-
кер 6 сбора прореагировавшего дисперсного материала. Газообраз-
ный тетрафторид кремния SiF4 выводится с псевдоожиженным 
агентом через выходной патрубок 4 и фильтр 10 в баллон-
конденсатор 11. Одновременно с этим через систему 9 подачи дис-
персного материала непрерывно подают исходный дисперсный ма-
териал (гексафторсиликат натрия Na2SiF6), пополняя материал ки-
пящего слоя. Таким образом, обеспечивается непрерывный отвод 
прореагировавшего дисперсного материала и пополнения исходно-
го дисперсного материала, что исключает необходимость останов-
ки работы реактора с кипящим слоем, или переключения (измене-
ния) режимов его работы для выгрузки/загрузки дисперсного 
материала слоя. 
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